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Prueba Final de Electrónica Avanzada 1
30/11/2022

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas.
La prueba es sin material e individual.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1: (28 puntos)

En el circuito de la figura para las partes a) y b) se puede considerar que Vbias es tal que todos los 
transistores funcionan en zona activa.

a) Calcular la ganancia vo/vs a frecuencias medias.
b) Calcular la frecuencia de caída de -3dB de dicha ganancia.
c) ¿Cual es el valor máximo que puede tomar Vbias manteniendo el correcto funcionamiento del

circuito? ¿ Cual es la máxima excursión simétrica para ese caso ?
Datos: 
Q1 y Q2 : C = 4 pF, Cje = 60 pF, fT = 200 MHz@IC = 4mA,  = 200,  VBEN = VEBP = 0,7V, VCESAT =
VECSAT  = 0,3V.  
Rs = 1 k, RL = 1.5k, RE = 3.3k, VCC = - (VEE) = 4V, Ibias = 4mA y la tensión mínima en 
bornes de Ibias para su correcto funcionamiento es VIbias_mín = 1V. El condensador Cd de 
desacople se podrá considerar infinito.
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Problema 2: (26 puntos)
Para el circuito de la figura calcule:

a) Corriente de polarización por cada uno de los transistores.
b) Resistencia diferencial de entrada.
c) Ganancia diferencial Ad = Vo/(V1-V2).
d) Ganancia en modo común Ac = Vo/Vcm y relación de rechazo al modo común, CMRR. Comparar
este resultado con el que se tendría si Q3 se sustituye por un cortocircuito.

Datos: 
• Todos los transistores idénticos con β, VBE, VCESAT y tensión de Early VA.
• Vbias es tal que Q4 está siempre en zona activa.

Problema 3: (26 puntos)

Para el circuito de la figura 1 calcule:

a) Valor de R2 para que el circuito funcione como etapa clase AB.
b) Máxima potencia que se puede entregar a la carga sin distorsiones.
c) Calcule la eficiencia del circuito para las condiciones de la parte b)

El circuito de la figura 1 se cambia por el de la figura 2.
d) Vuelva a realizar los análisis pedidos en a), b) y c) pero para el circuito de la figura 2
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Figura 1 Figura 2

Datos:
VCC = -VEE = 10 V.
Q1: VBE = 0.7 V, VCEsat = 0.3 V; β muy grande, ICmin = 0.5 mA,
IBias: I = 4 mA, Vmin = 0.3 V,
QN, QP, QN1 :VBE = VEB = 1 V, VCEsat = VECsat = 0.5 V; β = 20;
R1 = 1 kΩ, RL = 8 Ω.
Asuma que Vin es una fuente de tensión ideal.

Pregunta : (20 puntos)

La figura muestra un esquema de la concentración de portadores minoritarios en la base y en el 
emisor de un transistor bipolar tipo NPN polarizado en Zona Activa. 
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a) ¿Qué condición se debe cumplir en la fabricación del transistor para que se pueda asumir 
que np (0 )≫ pn (0 )?
b) ¿Por qué la concentración de electrones en el borde entre la base y la zona de deplexión de 
la juntura Base-Colector es cero (np (W )=0)?
c) ¿Cuál es la hipótesis que se asume típicamente para considerar que la recombinación de 
electrones en la base es despreciable y que por lo tanto la distribución de los mismos será 
lineal entre np (0 ) y np (W ) ?
Estas y otras consideraciones permiten deducir la siguiente expresión para la corriente de 
colector en Zona Activa:

iC=I S e
vBE
V T , I S=AEq

Dnni
2

W N A
B

d) Identifique cada una de las variables y constantes físicas que definen la corriente I S.
e) En la práctica, si la tensión vCE aumenta, la corriente de colector también aumenta. Este 
efecto, conocido como Efecto Early, no es capturado por la expresión que se muestra arriba. 
Explique cualitativamente por qué se da este efecto.
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